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１．概要（Summary） 

機能性酸化物膜 (YSZ : yttria-stabilized-zirconia)

を用いたガスセンサの開発を行っており、YSZ 薄膜表面

を絶縁膜で被覆する工程で ALD (atomic layer 
deposition)法を検討した。 
 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 

原子層堆積装置 
【実験方法】 

ALD 法を用いて、YSZ 薄膜上にシリコン酸化膜を

20nm 成膜した。デバイス化して特性評価するために、そ

れ以降のプロセスを実施中。 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
スパッタ法で成膜した YSZ 薄膜は、柱状成長して緻密

性が低いという問題があった。そこで、YSZ 薄膜上に

ALD 法でシリコン酸化膜を成膜したところ柱の隙間を埋

めることに成功した。センサ特性を評価するため、デバイ

ス化のプロセスを実施中。 
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Fig.1 SEM images of (a) sputtered YSZ 
film and (b) silicon dioxide film by ALD on 
YSZ film 
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